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Metal-polimer-yarımkeçirici Au(Zn-PVA)-nSi strukturlarının dielektrik 

xassələrini tədqiq etməklə impedans metodundan istifadə edilmişdir. MDY 
strukturlarına aid olan metal-polimer- yarımkeçirici strukturlar da metal –
yarımkeçirici, p-n keçirdlər və heterokeçidlərlə yanaşı bir sıra elektron 
cihazlarda istifadə edilir. Bu baxımdan onların elektrik və dielektrik 
xassələrinin tezlikdən asılılığınıln tədqiqi maraq kəsb edir.  

Au(Zn-PVA)-nSi strukturlarının tutum və keçiricliyin (müvafiq olaraq C-V 
və G/ω-V) sabit gərginliyin (-6 ÷ +6)V intervalında dəyişən müxtəlif 
qiymətlərində asılılığı ölçülmüşdür. Ölçmələr otaq temperaturunda (T=300K) 
və test siqnalının geniş diapazonda ( tezlik0,5 kHs-500 kHs, dəyişən gərginlik 
amplitudu Vosc=20mV) dəyişməsilə aparılmışdır. 
σac-keçiriclik aşağıda göstərilmiş düsturla hesablanmışdır. 

 
Burada σdc - sabit gərginlikdə keçiricilik, ω=2πf, C-tutum, d-dielektrik 

aralığın qalınlığı, A- kontakt sahəsi, Ɛ”-dielektrik nüfuzluğun xəyali hissəsi. 
Aşkar edilmişdir ki, gərginlik artdıqda σac-keçiricilik qiymətləri 

artır.Aşağı və orta qiymətli tezliklərdə dielektrik və ya polimer material tətbiq 
olunmuş gərginliyin təsiri ilə polyarlaşır. Burada yüklər sabit dayanıqlı 
mövgelərdən sürüşməklə polyarlaşmaya, dielektrik nüfuzluğun dəyişməsinə, 
relaksasiya proseslərin baş verməsinə və dəyişən ac-keçiriciliyin tezlikdən və 
gərginlikdən asılılığıma səbəb olur. Aşağı tezliklərdə dipol və fazalararası 
polyarlaşma yaranır. Tələlərdə olan yüklər test siqnalını işləməyə macal tapır. 
Yüksək tezlikərdə isə bu proseslərdə iştirak üçün yüklər macal tapmır. 

Təqdim edilmiş tədqiqat nəticəsində σac- keçiricliyin tezlikdən asılılığı, 1-
2 V gərginliyində kəskin artmasını aşkarlamışdır. Bu bir daha tezlik artdıqca 
polyarlaşmanın azalmasını bildirir. 

Alınmış nəticələr səth hallarının mövcudluğunu və aşağı tezlikərdə 
polyarlaşmaya təsir etməsini aşkarlamışdır. 
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p-GaSe MONOKRİSTALLARINDA ELEKTRİK SAHƏSİ İLƏ 
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Laylı quruyluşlu p-GaSe [1] yarımkeçiricisinin monokristallarında aşağı 
(T250 K) temperaturlarda statik volt-amper xarakteristikasının (VAX-ın) 
qeyri-xətti (super-xətti) qanuna tabe olduğu elektrik sahəsi intensivliklərində

λ=0.66÷2.00 mkm olan işıqla işıqlandırdıqda elektrik sahəsi ilə stimullaşdırılmış 
mənfi fotokeçiricilik, 1.203.20 mkm olan aşqar işıqla işıqlandırdıqda isə 
elektrik sahəsi ilə stimullaşdırılmış aşqar fotokeçiricilik hadisəsi müşahidə olun-
muş, həmin hadisələrin əsas xarakteristikaları təcrübi yolla tədqiq edilmişdir. 

Müəyyənləşdirilmişdir ki, müşahidə olunan mənfi fotokeçiricilik özünün 
temperatur asılılığına və spektral xarakteristikasına görə eyni nümunədə mü-
şahidə olunan adi mənfi fotokeçiriciliklə [2] tam uzlaşsa da, ondan fərqli olaraq 
yalnız qaranlıq statik VAX-ın super-xətti oblastlarına uyğun elektrik sahələ-
rində baş verir. Baxılan halda onun ədədi qiyməti nümunədəki gərginlik düş-
güsünün və uyğun olaraq nümunəyə injeksiya olunmuş əsas yükdaşıyıcıların 
konsentrasiyasının artması ilə böyüyür, spektrinin qısa dalğalar tərəfdəki qolu 
sərt, uzun dalğalar tərəfdəki qolu isə kifayət qədər zəif dəyişəndir. Tədqiq 
olunan nümunələrdə bu mənfi fotokeçiriciliyin yaddaş xassəsinə [3] malik 
olduğu da qeydə alınmışdır. Belə ki, 77 K-də yaranmış mənfi fotokeçiricilik onu 
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